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有機半導体は IoT 社会実現のために開発が要され，新規材料の開発においてその化学的特性と

デバイス特性との総合的な理解は重要だと言える。薄膜トランジスタはそれらの回路における重

要な構成要素の一つであるが，特に低消費電力や高集積密度を目指す上では，高性能な p 型/n型

トランジスタの組み合わせを基盤とした CMOS回路の構築が有用である。p型有機半導体の研究

開発の進度に対して，実用的な n 型有機半導体の開発は十分でなく，大気安定性・溶液プロセス

性・高電子移動度などを兼ね備えた材料設計の指針を考える必要がある。 

材料開発とその特性に基づいてさらなる材料設計に繋げるためには，その固体構造とデバイス

特性との関係を理解することが求められる。特に，高キャリア移動度を示す材料については四端

子法やホール効果測定を用いて正しくキャリア移動度の評価をおこなうことが望まれる[1]。 

本講演では，最近我々が開発し高

い電子移動度を示した低分子 n 型半

導体(1)において，単結晶薄膜トラン

ジスタの四端子法および電界誘起ホ

ール効果測定をおこなった結果につ

いて述べる。ボトムゲート・トップ

コンタクト型トランジスタにおいて

ホールバー構造を作製し，大気中で

四端子法によりその特性評価をおこ

なったところ，最高で 3.1 cm2 V−1 s−1

の四端子移動度が観測された。さらに，ホール効果測定により負のホール係数が観測され (Fig. 1a)， 

190 K以上で四端子移動度とホール移動度共に負の温度依存性を示し(Fig. 1b)，同時にコヒーレン

スファクター＝１が見積もられたことから，1 のバンド伝導的な電子伝導性が確認された。当日

はこの結果に関して，温度可変単結晶Ｘ線構造解析やバンド計算などを交えて議論したい。 

[1] H. H. Choi et al, Nat. Mater. 17 (2018) 2. 

 

Fig. 1. Gated Hall effect measurement on 1. (a) Time 

evolution of dc magnetic field and corresponding Hall voltage. 

(b) Temperature dependences of Hall and four-terminal 

mobilities. 
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